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典型应用：        主要指标： 
 GaAs FET 开关  输入 TTL 信号兼容 

 GaAs FET 衰减器  输出信号 0V/5V 

 GaAs FET 移相器  典型工作频率 10MHz 

 
产品简介： 

    NC2086C/NC2086-1C/NC2088C/2088-1C 型 8 位/12 位串转并驱动芯片，采用 CMOS 工艺，内置一个 8 位/12

位串转并电路，可将一位串行 TTL 脉冲信号转换成 8 位/12 位 0V /5V 脉冲信号输出。芯片带有片选信号输入端，

可于多路通道内分时工作以降低系统整体功耗；芯片内部输入端集成施密特触发器以提升抗干扰能力。该产品具

有低功耗，使用方便，响应速度快，抗干扰能力强等特点，可广泛应用于控制 GaAs FET 开关、衰减器、移相器等

电路。 

电参数 

序号 参数名称 符号 最小值 典型值 最大值 单位 备注 

1 静态电流 Idd - - 1 uA - 

2 驱动电流 Io - 2 - mA 与负载有关 

3 输入电流 Iin - - 1 uA - 

4 输出高电平电压 Voh - 5 - V -55℃~+125℃，开路 

5 输出低电平电压 Vol - 0 - V -55℃~+125℃，开路 

7 最高工作频率 Fmax - 10 50 MHz 与负载有关 

极限参数 

项   目 符号 
数   值 

单位 
最小 最大 

电源电压 VDD -0.5 6 V 

输入电压 Vin -0.5 6 V 

驱动电流 Io - 10 mA 

储存温度 Ts -65 +150 ℃ 

 

推荐工作条件 

项目 符号 
规范值 

单位
最小 最大 

电源电压 VDD 4.5 5.5 V 

输入高电平电压 Vih 3 5 V 

输入低电平电压 Vil 0 0.4 V 

工作温度 Ta -55 +125 ℃ 

 

原理图： 
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时序图 

说明：输入数据 D，移位时钟 CLK， 

锁存信号 Load，使能信号 EN 均为

TTL 信号。使能信号 EN 低电平有

效，高电平时数据与时钟无法输入；

CLK 和 Load 均为上升沿有效。输出

8 位/12 位信号，电平为 0V /5V。在

CLK 上升沿，数据移位。Load 应错

开 CLK 上升沿，可以在 CLK 下降沿 

附近，产生上升沿，将数据锁存后输

出。最后串入的数据在 PAD（O1）

输出。 

芯片外形图(单位：μm) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注： PAD 尺寸 90×90μm2, 芯片厚度 300μm。上排输出 PAD 间

距 125μm，其余间距 150μm 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
注： PAD 尺寸 90×90μm2, 芯片厚度 300μm。PAD 间距 125μm。 

使用实例 

     以 8 位串转并驱动为例，串入数据为 11110000，
低位（数据 0）先进。EN 为低电平，CLK 上升沿数据

移位，Load 开始为高电平，在第 8 个时钟，Load 错开

CLK 的上升沿，产生上升沿锁存输出数据。PAD(O1)
输出 5V(数据 1);PAD(O8)输出 0V(数据 0)。若串入数据

个数少，仅使用左边几对输出。 

注意事项 

1) 该芯片铝PAD可使用铝丝键合，与GaAs FET开关等镀金

PAD 连接时，须加金属互连条过渡。 
2) 芯片背面可接地或悬空，采用粘接工艺固定芯片。 
3) 使用时，需在驱动器电源管脚就近1cm范围内加1μF滤波电

容。 
4) 输入端应串联100Ω~3KΩ的保护电阻，在满足开关速度的

前提下，保护电阻越大越好。输入端不能悬空。 
5) 为保证速度，要求输入TTL信号：tr≤20ns，tf≤20ns，

Vtop≥4.0V。 
6) 不用的输出端应悬空，严禁接地。 
7) 建议使用屏蔽线代替长度大于10cm的导线作为连接线。 
8) 本品属于静电敏感器件，储存和使用时注意防静电。 

NC2088C 型 12 位串转并驱动芯片外形图 

NC2088-1C型12位串转并驱动芯片外形图

NC2086C 型 8 位串转并驱动芯片外形图 

NC2086-1C 型 8 位串转并驱动器芯片外形
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